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電子散乱で分かること電子散乱で分かること

 弾性散乱弾性散乱
 陽子の空間分布（大きさと形）陽子の空間分布（大きさと形）
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J.R.Ficenec et al., Phys.Lett.42B('72)213.

 非弾性散乱非弾性散乱 (e, (e,ee’’))
 遷移密度分布遷移密度分布

 準自由弾性散乱準自由弾性散乱 (e, (e,ee’’pp))
 核内陽子運動量分布核内陽子運動量分布
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電子弾性散乱電子弾性散乱
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短寿命不安定核との電子散乱短寿命不安定核との電子散乱
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RI beam
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electronElectron

target

3. RI-beam 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“fixed” electron target

e-beam Trapped RI

Scattered electron

2. Electron + RI collider
(ELISe@FAIR, GSI)

Ee ~ a few 100 MeV

e RI

1.e-beam on “fixed” RI target

Ee ~ a few 100 MeV

γRI ~ a few 100
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ELISe ELISe @ GSI@ GSI
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SCRITSCRIT法（法（RI@rest)RI@rest)

 電子蓄積リングでのイオン捕獲現象電子蓄積リングでのイオン捕獲現象

 残留ガスイオンが電子ビームに捕獲。残留ガスイオンが電子ビームに捕獲。電子散乱電子散乱 (!) (!)
によるビームの短寿命化によるビームの短寿命化（放射光施設での問題児）（放射光施設での問題児）

 SCRITSCRIT法法 ( (SSelf-elf-CConfining onfining RIRI  TTarget)arget)

 イオン捕獲現象を積極的に利用して、電子ビーム上イオン捕獲現象を積極的に利用して、電子ビーム上
に（外部入射の）短寿命不安定核標的を形成するに（外部入射の）短寿命不安定核標的を形成する
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eRI eRI facility based on the SCRIT conceptfacility based on the SCRIT concept

1) Electron storage ring1) Electron storage ring

2) Slow RI beam generator2) Slow RI beam generator

••    1. In-flight facility + gas catcher   1. In-flight facility + gas catcher
••    2. ISOL (   2. ISOL (γγ+U fission) : Ã100,130 n-rich nuclei+U fission) : Ã100,130 n-rich nuclei

RI Ion generator
ISOL and/or Gas catcher

   Electron storage ring

SCRIT

Scattered electron
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SCRITSCRIT法で法で期待できる期待できるluminosityluminosity

108 109 1010 1011107106

Injection rate (/s)

Ie = 500 mA
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SCRITSCRIT法実証機法実証機

drift chamber
plastic scintillators
Caloriemeter

deflector

Ion source

Compensator

einzel lenz

slit

steerer

einzel lenz

SCRIT electrodes

Electron beam
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monitor

0 50 100 cm

実証実験：京都大学化学研究所電子蓄積リング KSR

Csイオン源



06.01.13 反応断面積ws

イオン捕獲用電極群イオン捕獲用電極群

42 electrodes to
    form various potential shape

Cs ion : 10 kV
Trapping potential : 10 kV - δ
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KSR KSR での　での　SCRIT R&DSCRIT R&D

10000 2000

γ-det

KSR, Kyoto Univ.KSR, Kyoto Univ.
Ee = 100 MeVEe = 100 MeV
Ie =  100 mAIe =  100 mA
L L ≥≥10102626 /cm /cm2 2 forfor  N =10N =1077 /s /s
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SCRIT Electrodes

Scattered electron

e-beam
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検出器系検出器系

Luminosity MonitorLuminosity Monitor

    　　　　　　Bremsstrahlung Bremsstrahlung :  :  a set of BaF2 detectora set of BaF2 detector　　     ~100b     ~100b
    　　　　　　Characteristic X-ray (30keV) :  Characteristic X-ray (30keV) :  a a Ge Ge detector  ~30bdetector  ~30b
    　　　　　　Ultra-forward elastic scattering             Ultra-forward elastic scattering                 ~1000b    ~1000b

   drift chamber  drift chamber
   plastic   plastic scintillatorscintillator
     calorimetercalorimeter

Electron detector

Ee = 100 MeV
θe ≥ 30 deg.
Elastic scattering dominates.

e-beam
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外部入射イオン捕獲の確認外部入射イオン捕獲の確認

 一定時間捕獲後、イオン検出一定時間捕獲後、イオン検出

 ルミノシティー測定（制動輻射、特性Ｘ線ルミノシティー測定（制動輻射、特性Ｘ線））
 電子ビームと捕獲電子ビームと捕獲CsCs核反応を利用したルミノシティー決定に至っていない核反応を利用したルミノシティー決定に至っていない

Injection
Detection

Gate
switching

Longitudinal trap potential

L ~ 1024 /cm2/s
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改造作業（改造作業（2006.Jan.-Feb.)2006.Jan.-Feb.)
 イオン入射系改造、電子ビーム一モニター増設イオン入射系改造、電子ビーム一モニター増設

 イオンビームを正確に電子ビーム上にのせるイオンビームを正確に電子ビーム上にのせる

 イオン分析系設置イオン分析系設置

 CsCsイオンと残留ガスの分離、荷電状態変化の測定イオンと残留ガスの分離、荷電状態変化の測定

 イオンクリアラー増設イオンクリアラー増設

 制動輻射バックグランドの軽減（ビーム寿命改善）制動輻射バックグランドの軽減（ビーム寿命改善）

Luminosity改善

Luminosity決定
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今後の計画今後の計画

 ＨＨ1818年度中に実証実験にメド（新実験技術の確立）年度中に実証実験にメド（新実験技術の確立）
 Luminosity Luminosity 決定決定

 捕獲捕獲CsCs核からの散乱電子測定核からの散乱電子測定

 開発実験再開開発実験再開
 11－－22月の真空作業、ベーキング、枯らし運転を経て、月の真空作業、ベーキング、枯らし運転を経て、33月にはＲ＆月にはＲ＆
Ｄ再開Ｄ再開

 反跳核検出器（反跳核検出器（MCP)MCP)の開発の開発
 散乱電子と反跳核との同時計数散乱電子と反跳核との同時計数

 イオン源イオン源
 入射イオン数と入射イオン数と expected luminosity expected luminosity

 101066 /s /s 101026 26 /cm/cm22/s/s

 101077 /s /s 101027 27 /cm/cm22/s/s

 KSRKSRの理研への移設にむけた作業の理研への移設にむけた作業


